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Cir. Eletrônica Aplica.

• Transistor bipolar

• Transistor efeito campo
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Revisão do transistor
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Cir. Eletrônica Aplica.

• Modelo “pi” do transistor

• Problemas:

– Não leva em consideração efeitos frequência

– Perdas “térmicas” excessivas na polarização

– Casamento de impedância (só resistiva)
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Cir. Eletrônica Aplica.
• Modelo TBJ em RF:

• Maiores detalhamentos (pouco usual):
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Modelo em RF

Principais parâmetros:

• fT= frequência de transição 

ou “produto do ganho por 

largura de banda”. 

Frequência na qual o 

transistor (em emissor 

comum) tem ganho de 0dB

• NF = “figura de ruído” 

indicando quanto de ruído o 

transistor insere no sinal

• hfe=ganho do transistor em 

baixas frequências (<1kHz)
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Cir. Eletrônica Aplica.

Modelo de parâmetros Y:
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Cálculo de yi:

1) Inserir um capacitor de curto grande para

Aquele terminal

2) Inserir um sinal V1 conhecido

3) Medir I1

Modelo parâmetros Y

Capítulo:

Modelagem de 

componentes para RF



Cir. Eletrônica Aplica.

• Lembrando um pouco linhas de transmissão:

– Termos: ondas incidentes, refletidas, transmitidas, 

descasamento impedância.

• Modelo

– Termos: ondas
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Modelo parâmetros S
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Cir. Eletrônica Aplica.

• Existe a possibilidade de conversão entre os 

modelos (só por curiosidade):
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